AD162

Typ tranzystora: tranzystor germanowy
Firma: PHILIPS

Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy
p-n-p w obudowie metalowej, kolektor pota-
czony z obudowa

Zastosowanie: parowany 2-AD162 — stopnie
wyjsciowe push-pull klasy B, komplementarny
do tranzystora AD161 — symetryczne stopnie
wyjsciowe klasy B o mocy 10 W wzmacniaczy
i odbiornikéw radiowych

Typy podobne: GD617 (Tes), AD152, AD155,
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Rys. 1-131. AD162

Wartosci charakterystyczne!’
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min typ max
—Icpo 15 200 | wA |przy Iz =0, —Ucp =32V
S~ 2 | mA |przy Iy =0, —Ugg = 32 V, t; = 90°C
—Icpx 2 | mA | przy Ugg =06 V, —Ucg =32 V, 1; = 90°C
—Igpo 15 200 | wA |przy Ip=0, —Ugg =10V
—Igpo 2 mA | przy Ic =0, —Ugg =10 V, 1; = 90°C
—Ugg? 115 145 mV | przy —Ic =5 mA, —Ugg =10V
—Ugg 300 mV | przy —Ic =50 mA, —Ugg=1V
—Usgg 550 | mV | przy —Ic =500 mA, —Ucg =1V
—Usk 850 | mV |przy —Ic=2 A, —Ugp=1V
—Ucex 400 mV | przy —I. =1 A, —Ig = wartosci, dla ktorej
—Ic=11Aprzy —Ugg=1V

—Ugs s 400 | mV | przy Iy =0, —Ugg =32V, t; = 90°C
C. 115 pF |przy Iy=1,=0, —Ugp=5V
haig 60 przy —Io =5 mA, —Ugg =10V
ha1E 74 300 przy —Ic =50 mA, —Ugg =1V
hy1E 80 150 320 przy —Ic = 500 mA, —Ugg =1V
hy1g 60 przy —Ic=2 A, —Ugg=1V
Ir 1,5 MHz | przy —Ic =10 mA, —Ugg =2 V
fh21e 8 15 kHz | przy —Ic = 300 mA, —Ugg =2V
h21E1
= L1 1,25 przy |Ic| = 500 mA, |Uggl =1V
fa1, dla AD161/AD162
Aoy 1,1 przy —Io =50 mA, —Ugg =1V
M2152 dla 2—ADI162

1,25 przy —Io =500 mA, —Ucg=1V
D famp = 25°C

2) — Ugg zmniejsza si¢ o okolo 2 mV/°C ze wzrostem temperatury




AD162

WartoSci graniczne

- UCBO max 32 A tj max 90%) °C
—Ucgo max 20 A% 1} max 1006) °C
—Ucgx max 323) \'% Istq —65++90 °C
—UgB0 max 10 A" Ry 4,5 °C/W
—1I¢ max 1 A Ripj-c 1,57 °C|W
—<ICM max 3 A Rth]'—c 0’58) OCIW
P!Ot max 64) w
3 Upg=10,6V
4 tamp = 63°C ~Ip
3) praca ciagla /;1]
6) praca przerywana 1L o -] B
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Rys. 1-132. Charakterystyka napiecia
przegiecia Ucgpg
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Rys. 1-133. Obszary zastosowania tranzystora Rys. 1-134. Charakterystyka wyjsciowa

I — dopuszczalny obszar zastosowania, /I — dodatkowy
obszar zastosowania, gdy tranzystor jest zablokowany,
IIT — poza obszarami I i II zablokowany tranzystor
moze by¢ obciazony 4,5 mJ przy U < 0,6 V i R; =
=18 Q
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Rys. 1-135. Charakterystyka dopuszczalnej Rys. 1-136. Zalezno$¢ pradu zerowego kolek-
mocy strat w zaleznosci od temperatury tora od temperatury zlacza
otoczenia
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Rys. 1-137. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc- Rys. 1-138. Zalezno$¢ czestotliwosci fj21, od

nienia pradowego od pradu kolektora pradu kolektora
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Rys. 1-139. Charakterystyka sterowania na- Rys. 1-140. Charakterystyka sterowania na-
pigciowego pieciowego
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Rys. 1-141. Charakterystyka sterowania pra- Rys. 1-142. Charakterystyka sterowania pra-
dowego dowego



